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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 素 子 構 成 さ れ 段 差 を 有 す る 半 導 体 基 板 上 の 全 面 間 絶 縁 膜 を 形 成 す
る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 に お い て 、
　 第 １ の 膜 を Ｔ Ｅ Ｏ Ｓ － Ｏ 3 系 Ｃ Ｖ Ｄ 技 術 に よ り 上 記 段 差 を 覆 っ て 等 方 的 に
成 膜 、
　 次 い で 第 ２ の 膜 を Ｔ Ｅ Ｏ Ｓ － Ｏ 3 系 Ｃ Ｖ Ｄ 技 術 に よ り 、

を 埋 め 込 む よ う に 成 膜
　

上 記 第 １ お よ び 第 ２
の 膜 か ら 成 る 上 記 層 間 絶 縁 膜 を 形 成 す と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造
方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 第 １ の 膜 の 成 膜 が 、 第 ２ の 膜 の 成
膜 に 比 べ て 、 低 Ｏ 3 濃 度 お よ び 低 温 条 件 下 の 成 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の
半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 第 １ の 膜 の 成 膜 を ３ ． ０ ～ ７ ． ０ ｗ ｔ ％ 程 度 の Ｏ 3

濃 度 、 ３ ５ ０ ～ ４ ０ ０ ℃ 程 度 の 温 度 で 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 半 導 体 装 置 の
製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 第 ２ の 膜 の 成 膜 を １ ０ ． ０ ～ １ ７ ． ０ ｗ ｔ ％ 程 度 の
Ｏ 3 濃 度 、 ４ ５ ０ ～ ５ ０ ０ ℃ 程 度 の 温 度 で 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ま た は は ３ 記 載
の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 層 間 絶 縁 膜 の 形 成 が 、 ゲ ー ト 電 極 形 成 後 の 該 ゲ ー ト 電 極 を 覆 う 膜
形 成 で あ っ て 、 第 １ の 膜 を 上 記 ゲ ー ト 電 極 に お け る ゲ ー ト 長 寸 法 の ２ ～
３ 割 程 度 の 厚 み で 成 膜 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 半 導 体 装 置
の 製 造 方 法 。
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